
Активные среды на основе халькогенидов 

цинка Cr+2(Fe+2):ZnSe(S) 

для твердотельных лазеров 

ООО «ЛидарТех», 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН,  

 

Балабанов С.С., +7-9103831798 

lidartech@yandex.com 



CVD-ZnSe,  

CVD-ZnS 

Напыление хрома 

Отжиг в вакууме 

или Ar, 700-1050°С  

 

CVD-ZnSe:Cr2+ 

CVD-ZnS:Cr2+ 

 

Cr-мишень Электронный   

пучок 

Пленка 

хрома 

ZnS или 

ZnSe 

Традиционная схема легирования 

халькогенидов цинка диффузионным отжигом 

Печь 

Образец ZnSe, ZnS Кварцевая ампула 

Т= 700-1050°С 
 

+ Возможность сохранения малого размера зерна 

 - Время получения от 15 дней до месяца и более, при 

неудачном синтезе (серии синтезов) длительные 

перебои в поставках элементов 

 - Ограничения по толщине легированного слоя 



CVD-ZnSe,  

CVD-ZnS 

Напыление хрома 

Баротермическая 

обработка 

1100-1350°С, 

90-200 МПа 

CVD-ZnSe:Cr2+ 

CVD-ZnS:Cr2+ 

Усовершенствованная схема легирования 

халькогенидов цинка 

+ Время получения 3-5 дней 

+ Подходит для промышленного производства 

+ Малая трудоёмкость 

+ Значительная глубина легирования, подходит для 

крупногабаритных образцов 

 - Дорогостоящее оборудование (газостат) 

Давление аргона до 2000 атм. 

позволяет  подавить сублимацию 

материала, поднять температуру 

отжига, и существенно ускорить 

диффузию металла 

камера 

теплоизоляция 

нагреватель 

Аргон 90-200 МПа,  
1050-1350°С 

образцы 

Патент RU №2549419 Способ получения легированных халькогенидов цинка и их твердых растворов 



CVD-ZnSe 

Напыление хрома 

Доращивание слоя 

CVD-ZnSe 

Технология «внутреннего» легирования 

халькогенидов цинка 

+ Создание крупногабаритных легированных 

элементов (практически без ограничений размеров ) 

+ Нелегированные торцы существенно увеличивают 

лучевую прочность 

+ Уменьшение порога генерации 

+ Возможность получения композитов ZnSe/ZnS 

- Дорогостоящее оборудование (газостат) и 

относительно высокая трудоёмкость 

Баротермическая 

обработка 

1100-1350°С, 

90-200 МПа 

композит 

ZnSe/Cr2+:ZnSe/ZnSe 

Заявка РСТ/RU2014/000605 Способ получения легированных халькогенидов цинка 

Заявка RU №2016145125 Способ получения легированных переходными металлами халькогенидов цинка 

ZnSe 

Cr2+:ZnSe 



Результаты испытаний образцов в ННГУ, 

ИОФ РАН 

Активная 

среда 
КПД ηabs Энергия 

Частота 

лазера 

Длитель-

ность 

импульса 

Темпе-

ратура 

Cr:ZnSе >70%  3 кГц 50 нс RT 

Cr:ZnS 50% 3 кГц 50 нс RT 

Cr:ZnSе 56% 18,5 Вт 7 кГц 125 нс RT 

Fe:ZnSе 48% 1.43 Дж моноимп-

ульсный 

150 нс RT 

Fe:ZnS 26% 0.66 Дж моноимп-

ульсный 

140 нс RT 
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